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镶嵌有纳米硅的氮化硅薄膜键合特性分析  
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摘要  采用螺旋波等离子体化学气相沉积(HWPCVD)技术制备了非化学计量比的氢化氮化硅薄膜，对所沉积样

品及氮气环境中920 ℃退火样品的微观结构及键合特性进行了分析。Raman散射结果表明，薄膜中过量硅以非
晶纳米粒子形式存在，退火样品呈现纳米晶硅和氮化硅的镶嵌结构。红外吸收和可见光吸收特性比较结果显示，
薄膜样品的微观结构依赖于化学计量比以及退火过程，硅含量较低样品因高的键合氢含量而表现出低的纳米硅表

面缺陷态密度;退火过程将引起Si—H和N—H键合密度的减少，因晶态纳米颗粒的形成，退火样品表现出更高的
结构无序度。  
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